ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ – ТЕХНОЛОГИЯ


С теорией разобрались. Теперь к делу!
Мы будем работать на конечный контур и постепенно улучшать его.
Эти устройства – импульсное, работает с большими токами в течение очень короткого времени - микросекунды и даже меньше. В результате, токи достигают невероятных значений. Интенсивные магнитные поля,  скин-эффект, потери в сердечнике и так далее к ним нужно отнестись серьёзно.
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Источник питания Рис.1  ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВАС С ОЧЕНЬ низким внутренним сопротивлением.  Если никаких действий не предпринимается, схема может переходить в режим генератора через схему питания. Это необходимо исключить при помощи  безиндуктивных неполярных конденсаторов большой ёмкости, как  можно с меньшими тангенциальными потерями. Обычные электролитические конденсаторы имеют витки, и могут представлять из себя  индуктивный элемент,  создавая тем самым проблемы для всей схемы. Лучшим решением будет отказаться от их использования. Их ёмкость должна быть не меньше  (в нашем случае)   10-20 мкФ и рабочее напряжение, по крайней мере в два раза больше, но не меньше. Этот конденсатор должен быть с толстыми выводами, так как его цель состоит в формировании фронта импульса тока. Эти импульсные токи могут достигать 50 и более ампер. 
Таким образом, из-за высокой стоимости и больших размеров, а также для уменьшения индуктивности элемента к минимуму, применяются параллельно несколько или более конденсаторов, чтобы достичь необходимого потенциала. По этому, на выходе питания к импульсному устройству  требуется подключить дроссель DR1 с индуктивностью, которая определяется (подбирается) на рабочей частоте устройства. В нашем случае около 15 -25 микроГенри с толстой и короткой обмоткой, рассчитаной пропустить ток 5А на mm2 при среднем потреблении. В противном случае, он будет нагреваться. Падение на нём повлияет на выход. Внутри точки связи с импульсным устройством  также должен быть размещён неполярный конденсатор - обязательно !!!
Индуктивность (обмотка H1): Рис.2 
Здесь все немного сложнее, потому что это сердце системы, от которого в основном и зависит конечный результат.
Сердечник  трансформатора (индуктивности) обязательно из феррита c рабочей частотой в худшем случае 400-500 кГц -торроидальный. Мощность рассчитывается при В = 50 милиТесла. Проводник для намотки индуктивности должен состоять из скрученных вместе 20 шт. жил провода в лаковой изоляции диаметром 0,2 мм. Вторая обмотка Н2 должны быть намотаны в противоположную сторону таким же проводником. Не допускается намотка обмоток Н1 и Н2 сложенными вместе. Число витков в нашем случае N1 = 5, Н2 = 7. Не допускать длинные выводы от тороида до точки припаивания, допускается не более, чем 15 мм.
Здесь мы замечаем новые элементы в схеме, которая в настоящее время используются в данной технологии. Это диод D3, конденсаторы C6, C7, C8 и дроссель Dr2. Они являются фильтрующими элементами,  дроссель Dr2 улучшает процесс, и повышает  эффективность ещё на 0,2 … 0,3 единиц. Емкость С6, С7 и С8 нагрузочные емкости. Они предназначены только для зарядки импульсами и создают условия для работы блока коммутации (БК).
Эти конденсаторы имеют небольшую ёмкость от 0.2 до 0.68 мкФ. И обязательно керамические высококачественные. Утечка в любой из них может занизить все основные характеристики. Очень трудно поймать их с помощью мультиметра, практически невозможно, за исключением специальных инструментов  при высоких напряжениях. Также эти конденсаторы должны быть на рабочее напряжением переменного тока в несколько раз выше, чем можно было бы получить на выходе - не менее 450 вольт переменного тока. Потому, что в моменты коммутации возникают выбросы напряжения нескольких сотен вольт!
Диоды D1, D2 и D3 должна быть на ток раза в 3 выше, чем будет потребляться !!!!!! И должны быть высокочастотными. Фронты не должно быть больше, чем 50 наносекунд. В противном случае будут весьма сильно нагревается, в результате чего выдут из строя.
Очень важным элементом, является транзисторный ключ Kл. Я предупреждаю вас! Отклик переходным процессам должен быть в 15-20 наносекунд !!! Предпочтительно не  менее 10 наносекунд . Использовать только MOSFET транзисторы, которые не превышают командный импульс затвора более 12-13 вольт и ток драйвера не менее 1,5a, даже больше.!
Схема управления будет предоставлена вам отдельно. 
Это только часть схемы. …
Эта схема работает очень хорошо до мощности в 15 киловатт, из деталей купленных на рынке. Но не на барахолке! Для того чтобы подобрать 5 или 10 конденсатор я купил 100! Я могу показать вам счет-фактуру и уже исследовал десяток, что мне нужно, другие пошли в коробку в качестве  лома! 
